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１．概要（Summary） 

熱 CVD で成膜される TiCN はすぐれた耐摩耗性を

有することから、切削工具のコーティングとして用い

られている。CVD における成膜メカニズムはトレン

チ形状への成膜状態から推察できる事が報告されて

いる[1]。本研究では微細加工を施した Si 基板上に

TiCN を成膜し、そのメカニズムを考察した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置、高速シリコン深掘りエッ

チング装置、ステルスダイサー 
【実験方法】 

ナノテクノロジー・プラットフォームにおいて、基板となる

Si ウェハのトレンチ加工を実施した。 
その後、三菱マテリアル(株)において、Fig. 1 のように、

隙間が h:0.5 mm,0.2 mm 奥行き x:20 mm のキャビティ

となるように配置し、熱CVDコーティングを実施した。Fig. 
2 のように、TiCN が成膜された基板断面の SEM 観察を

行い、膜厚を評価して、そのメカニズムを検証した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 3 にキャビティ内のトレンチ上面の膜厚分布を示す。

どちらの形状においてもキャビティ中央部が最も膜厚が薄

くなった。しかし、入口近傍で膜厚が増加することから、原

料から成膜に寄与するプリカーサの形成がキャビティ内で

も進行している事が示唆された。Fig.4 に h=0.5 mm のキ

ャビティ内のトレンチのステップカバレッジ(トレンチ上面/
底部の膜厚比)の分布を示す。いずれの位置においても、

ステップカバレッジは1に近く一定であった。このことから、

プリカーサの付着確率が低く、1 種類とみなせる事、原料

ガスからプリカーサが生成し、それが表面で反応し膜とな

る機構が示唆された。 
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Fig. 1 Schematic of the cavity  

 
Fig. 2 SEM image in the trench 

 
Fig. 3 Thickness distribution in the cavity 

 
Fig. 4 Step coverage distribution in the cavity 


